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Точное определение толщины и свйств k–

диэлектриков является чрезвычайно важной 
задачей при разработке новых поколений 
интеграционных контуров [1-3]. Благодаря 
высокой диэлектрической проницаемости (~25) 
и значительной ширине запрещенной зоны (Eg 
~ 6 эВ), триоксид лантана (La2O3) 
рассматривается в данное время как наиболее 
перспективный кандидат на замещение 
традиционных диэлектриков SiO2 и SiOxNy 
Целью настоящего исследования является 
точное определение структуры, химического 
состава и оптических параметров пленок 
La2O3/Si. Тонкие пленки аморфного триоксида 
лантана (a-La2O3) были получены реактивным 
магнетронным распылением металлического La 
в газовой смеси (Ar + O2) на кремниевой 
подложке при температуре 200°C. Аморфное 
состояние полученного оксида лантана 
подтверждено RHEED-измерениями (Рис. 1). 
Оптические параметры a-La2O3 определяли 
методом элипсометрической спектроскопии 
(ЭС). Измеренные ЭС-параметры представлены 
на Рис. 2. Полученные данные указывают на 
отсутствие какого-либо оптического  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поглощения в диапазоне λ = 250-1100 нм. 
Дисперсионные индексы преломления a-La2O3 
определяли подгонкой ЭС-параметров, 
измеренных в спектральном интервале λ = 250-
1100 нм. Поскольку пленки a-La2O3 прозрачны 
в вышеуказанном диапазоне, то спектральная 
зависимость индексов преломления n(λ) может 
быть аппроксимирована полиномом Коши: 

 

              42)(
λλ

λ cban ++=                                                     

 
где a = 1.722, b = 1.268×104 и c = 0.905×⋅1010, 
при условии, что λ измеряется в нм. 
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Рис. 1. RHEED-измерения полученных 
La2O3/Si пленок 

Рис. 2. Зависимости Ψ(λ) и Δ(λ) для 
полученных La2O3/Si пленок 


